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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に形成されたパターンマスクの荒れを処理容器内にて溶剤の蒸気により改善する処
理を行う基板処理装置において、
　前記処理容器内に設けられ、前記基板を載置するための載置部と、
　前記載置部に載置された基板を前記溶剤の露点温度よりも高い温度に加熱するための基
板加熱部と、
　前記載置部に載置された基板よりも上方の位置に設けられ、液溜めの空間を形成するよ
うに底部及び側周面を備えると共に開口部が形成された液溜め部と、
　前記液溜め部に溶剤を供給するための溶剤供給部と、
　前記液溜め部に貯留された溶剤を加熱して気化させるための溶剤加熱部と、
　前記載置部に載置された基板と前記液溜め部との間に設けられ、前記溶剤の気化により
得られた溶剤蒸気を前記処理容器内に自然拡散させるための拡散部材と、
　前記処理容器内の雰囲気を排気するための排気部と、を備えたことを特徴とする基板処
理装置。
【請求項２】
　前記溶剤供給部は、一枚の基板を処理するのに必要な量だけ溶剤を液溜め部に供給し、
前記液溜め部に貯留された溶剤の蒸発が終了した後に、前記排気部による排気を行うよう
に制御信号を出力する制御部を備えることを特徴とする請求項１記載の基板処理装置。
【請求項３】
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　前記液溜め部は、横方向に複数配置されていることを特徴とする請求項１または２に記
載の基板処理装置。
【請求項４】
　前記液溜め部の溶剤の蒸発が終了した後、液溜め部の温度を下げるための冷却機構を備
えることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか一項に記載の基板処理装置。
【請求項５】
　前記溶剤加熱部は、前記液溜め部の上方側に配置された輻射光源部であることを特徴と
する請求項１ないし４のいずれか一項に記載の基板処理装置。
【請求項６】
　基板に形成されたパターンマスクの荒れを処理容器内にて溶剤の蒸気により改善する処
理を行う基板処理方法において、
　基板を処理容器内の載置部に載置する工程と、
　前記載置部に載置された基板よりも上方の位置に設けられた液溜めの空間を形成するよ
うに底部及び側周面を備えると共に開口部が形成された液溜め部に溶剤を供給する工程と
、
　前記載置部に載置された基板を前記溶剤の露点温度よりも高い温度に加熱した後、前記
液溜め部に貯留された溶剤を加熱して気化させ、前記載置部に載置された基板と前記液溜
め部との間に設けられた拡散部材により、前記溶剤の気化により得られた溶剤蒸気を前記
処理容器内に自然拡散させて基板の表面に供給する工程と、
　この工程の後、前記処理容器内の雰囲気を排気する工程と、を含むことを特徴とする基
板処理方法。
【請求項７】
　前記液溜め部には、１枚の基板を処理するのに必要な量だけ溶剤が供給され、前記液溜
め部に貯留された溶剤の蒸発が終了した後に、前記排気部による排気を行う工程を含むこ
とを特徴とする請求項６記載の基板処理方法。
【請求項８】
　溶剤の蒸発が終了した後、前記液溜め部を強制的に冷却する工程を含むことを特徴とす
る請求項６または７に記載の基板処理方法。
【請求項９】
　溶剤を加熱して気化させる工程は、液溜め部の上方側に配置された輻射光源部からの輻
射光の照射により溶剤を加熱する工程であることを特徴とする請求項６ないし８のいずれ
か一項に記載の基板処理方法。
【請求項１０】
　基板に形成されたパターンマスクの荒れを処理容器内にて溶剤の蒸気により改善する処
理を行う基板処理装置に用いられるコンピュータプログラムを記憶した記憶媒体であって
、
　前記コンピュータプログラムは、請求項６ないし９のいずれか一項に記載された基板処
理方法を実行するようにステップ群が組み込まれていることを特徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板に形成されたパターンマスクの荒れを溶剤により改善する技術に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　露光、現像処理後に基板に形成されたレジストパターンの表面には、微細な凹凸が存在
し、後の工程でエッチング処理を行うときに、この表面の凹凸がパターン線幅に悪影響を
及ぼす場合があることが知られている。このため、レジストパターンのラフネス（ＬＥＲ
；Ｌｉｎｅ　Ｅｄｇｅ　Ｒｏｕｇｈｎｅｓｓ）やパターン線幅のばらつき（ＬＷＲ：Ｌｉ
ｎｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｒｏｕｇｈｎｅｓｓ）を改善するスムージング処理が提案されている
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。このスムージング処理は、レジストを溶解する有機溶剤蒸気をレジストパターンに吹き
付けて、有機溶剤をレジストパターンの表層部に膨潤させることにより行われる。これに
より、表層部が有機溶剤に溶解して平滑化され、パターン表面の荒れが改善されてパター
ン形状が修正される。
【０００３】
　スムージング処理の手法としては、特許文献１に示すように、ノズルと基板とを相対的
に移動させながら、ノズルから溶剤蒸気を基板に対して供給し、基板の処理膜の表面のみ
を溶解することにより、基板の処理膜の表面荒れを改善する技術がある。この手法では、
ノズルから基板表面に向かって、溶剤蒸気を圧送供給するため基板表面の特定の部位に向
かって溶剤蒸気を噴出する。そのため溶剤蒸気の濃度を面内で均一にすることが難しくウ
エハ面内のラフネスの改善処理にばらつきが生じることがあった。また蒸気の噴出による
気流のためにマスクパターンに「よれ」や「倒れ」などの乱れが生じることがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４３２８６６７号（図４、図５、図９等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明はこのような事情の下になされたものであり、基板に形成されたパターンマスク
に溶剤蒸気を供給して、パターンマスクの荒れを改善する処理を行うにあたり、基板表面
で均一性の高い処理を行うと共に、パターンのよれや倒れの発生を抑制する技術を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の基板処理装置は、基板に形成されたパターンマスクの荒れを処理容器内にて溶
剤の蒸気により改善する処理を行う基板処理装置において、
　前記処理容器内に設けられ、前記基板を載置するための載置部と、
　前記載置部に載置された基板を前記溶剤の露点温度よりも高い温度に加熱するための基
板加熱部と、
　前記載置部に載置された基板よりも上方の位置に設けられ、液溜めの空間を形成するよ
うに底部及び側周面を備えると共に開口部が形成された液溜め部と、
　前記液溜め部に溶剤を供給するための溶剤供給部と、
　前記液溜め部に貯留された溶剤を加熱して気化させるための溶剤加熱部と、
　前記載置部に載置された基板と前記液溜め部との間に設けられ、前記溶剤の気化により
得られた溶剤蒸気を前記処理容器内に自然拡散させるための拡散部材と、
　前記処理容器内の雰囲気を排気するための排気部と、を備えたことを特徴とする。
【０００７】
　本発明の基板処理方法は、基板に形成されたパターンマスクの荒れを処理容器内にて溶
剤の蒸気により改善する処理を行う基板処理方法において、
　基板を処理容器内の載置部に載置する工程と、
　前記載置部に載置された基板よりも上方の位置に設けられた液溜めの空間を形成するよ
うに底部及び側周面を備えると共に開口部が形成された液溜め部に溶剤を供給する工程と
、
　前記載置部に載置された基板を前記溶剤の露点温度よりも高い温度に加熱した後、前記
液溜め部に貯留された溶剤を加熱して気化させ、前記載置部に載置された基板と前記液溜
め部との間に設けられた拡散部材により、前記溶剤の気化により得られた溶剤蒸気を前記
処理容器内に自然拡散させて基板の表面に供給する工程と、
　この工程の後、前記処理容器内の雰囲気を排気する工程と、を含むことを特徴とする。
【０００８】
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　本発明の記憶媒体は、基板に形成されたパターンマスクの荒れを処理容器内にて溶剤の
蒸気により改善する処理を行う基板処理装置に用いられるコンピュータプログラムを記憶
した記憶媒体であって、
　前記コンピュータプログラムは、上述の基板処理方法を実行するようにステップ群が組
み込まれていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、処理容器内で溶剤を加熱して蒸気を発生させ、自然拡散と拡散板の拡
散（分散）作用により、処理雰囲気に濃度均一性の高い溶剤雰囲気を形成している。この
ため高い均一性を持って、基板表面におけるパターンマスクの荒れの改善処理（スムージ
ング処理）を行うことができる。またパターンのよれや倒れの発生を抑制することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態に係る基板処理装置を備えた塗布、現像装置の平面図である
。
【図２】本発明の実施の形態に係る基板処理装置を備えた塗布、現像装置の斜視図である
。
【図３】本発明の実施の形態に係る基板処理装置を示す縦断側面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る基板処理装置の拡散板の上面側の構成を示す斜視図で
ある。
【図５】本発明の実施の形態に係る基板処理装置の液溜め部の構成を示す斜視図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る基板処理装置の基板表面の平坦化の工程を示す説明図
である。
【図７】本発明の実施の形態に係る基板処理装置の基板表面の平坦化の工程を示す説明図
である。
【図８】本発明の実施の形態に係る基板処理装置の基板表面の平坦化の工程を示す説明図
である。
【図９】本発明の実施の形態に係る基板処理装置の基板表面の平坦化の工程を示す説明図
である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る基板処理装置の基板表面の平坦化の工程を示す説明
図である。
【図１１】本発明の実施の形態に係る基板処理装置の基板表面の平坦化の工程を示す説明
図である。
【図１２】本発明の実施の形態に係る基板処理装置の基板表面の平坦化の工程を示す説明
図である。
【図１３】本発明の他の実施の形態に係る基板処理装置の液溜め部の構成を示す斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施の形態に係る基板処理装置１を組み込んだ塗布、現像装置に露光装置を接
続したレジストパターン形成システムの一例について図１及び図２を参照しながら説明す
る。この装置は、キャリアブロックＳ１と、処理ブロックＳ２と、インターフェイスブロ
ックＳ３と、を直線状に接続して構成されている。インターフェイスブロックＳ３には、
さらに露光装置Ｓ４が接続されている。　
　キャリアブロックＳ１は、半導体ウエハ（以下ウエハという）Ｗが複数収納されたキャ
リアＣを装置内に搬入出する役割を有し、キャリアＣの載置台１１と、開閉部１２と、開
閉部１２を介してキャリアＣからウエハＷを搬送するための搬送機構１３とを備えている
。
【００１２】
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　処理ブロックＳ２はウエハＷに液処理を行うための第１～第６の単位ブロックＢ１～Ｂ
６が下から順に積層されて構成され、各単位ブロックＢ１～Ｂ６は、概ね同じ構成である
。図２において各単位ブロックＢ１～Ｂ６に付したアルファベット文字は、処理種別を表
示しており、ＢＣＴは反射防止膜形成処理、ＣＯＴはレジスト膜形成処理、ＤＥＶは現像
処理を表している。図１中の単位ブロックの構成は、単位ブロックＢ５を代表して示して
いる。
【００１３】
　単位ブロックＢ５には、キャリアブロックＳ１からインターフェイスブロックＳ３へ向
かう直線状の搬送領域Ｒ５を移動するメインアームＡ５と、ウエハＷに現像処理を施す現
像ユニット１０と、ウエハＷを加熱、冷却するための熱系モジュール８を積層した棚ユニ
ットＵ１～Ｕ５と、を備えている。単位ブロックＢ５における棚Ｕ１の位置には、現像処
理後のパターンマスクの荒れの処理を行う基板処理装置１が設けられている。単位ブロッ
クＢ５内においては、メインアームＡ５により、モジュール間を搬送され夫々の処理ユニ
ットとの間でウエハＷの受け渡しが行われる。
【００１４】
　搬送領域Ｒ５のキャリアブロックＳ１側には、互いに積層された複数のモジュールによ
り構成されている棚ユニットＵ７が設けられている。搬送機構１３とメインアームＡ５と
の間のウエハＷの受け渡しは、棚ユニットＵ７のモジュールと受け渡しアーム３０とを介
して行なわれる。インターフェイスブロックＳ３は、処理ブロックＳ２と露光ステーショ
ンＳ４との間でウエハＷの受け渡しを行うためのものであり、複数のモジュールが互いに
積層された棚ユニットＵ８、Ｕ９、Ｕ１０を備えている。
【００１５】
　この塗布、現像装置では、キャリアＣにより搬送されたウエハＷは搬送機構１３により
、処理ブロックＳ２に搬送され、反射防止膜形成（ＢＣＴ）層Ｂ１（Ｂ２）→レジスト膜
形成（ＣＯＴ）層Ｂ３（Ｂ４）の順に搬送され、インターフェイスブロックＳ３を介して
露光装置Ｓ４へと搬送され露光処理が行われる。露光装置Ｓ４にて所定の露光処理が行わ
れた後、棚ユニットＵ８の受け渡しモジュールに載置されて、処理ブロックＳ２へと戻さ
れる。戻されたウエハＷは、単位ブロックＢ５、Ｂ６（ＤＥＶ層）にて現像処理が行われ
、パターンマスクが形成された後、基板処理装置１に搬送され、ここで後述の表面処理が
行われる。次いで、当該ブロック内において、処理モジュール群に設けられた冷却モジュ
ールに搬送され、ここで所定の温度例えば２３℃に冷却された後、棚ユニットＵ７におけ
る搬送機構１３のアクセス範囲の受け渡し台に搬送され、搬送機構１３を介してキャリア
に戻される。
【００１６】
　本発明の実施の形態に係る基板処理装置１の構成について図３～図５を用いて説明する
。なお図中の部材の高さ方向の寸法は、説明の便宜上、実寸法と異なるように示している
。この基板処理装置１は、露光、現像処理によりパターンマスクであるレジストパターン
が形成されたウエハＷに対して、前記レジストパターンの荒れを改善する表面処理を行う
ための装置である。基板処理装置１は、筐体２を備え、筐体２の側面部には、搬送領域Ｒ
５に設けられたメインアームＡ５との間でウエハＷを受け渡すための開口部２１が設けら
れている。筐体２の内部には処理雰囲気を形成するための処理容器３が設けられている。
この処理容器３は基体４と、この基体４の上面を覆うように設けられた蓋体５とにより上
下に分割可能に構成され、開閉自在な処理容器３をなすものであり、筐体２の底面部の上
に支持部材２２を介して支持されている。処理容器３は例えば扁平な円筒形状に形成され
る。
【００１７】
　基体４は、例えばステンレスにより扁平な円筒形状に構成され、その上面にウエハＷを
載置するための載置部であるステージ４１を備えている。基体４の上面側の周縁部には、
全周に亘ってＯリング４２が設けられており、蓋体５と重ね合され処理容器３を構成した
ときに、内部が気密となるように構成されている。このステージ４１の内部には基板加熱
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部をなす加熱ヒータ４３が設けられており、ステージ４１に載置されるウエハが、後述す
る溶剤の露点温度より高く、当該溶剤の沸点よりも低い温度に加熱されるようになってい
る。また、このステージ４１に対しては、昇降機構４４により昇降自在に設けられた突き
上げピン４５により、前述の搬送領域Ｒ５に設けられたメインアームＡ５との間で、開口
部２１を介してウエハＷの受け渡しが行われるようになっている。この例では、加熱ヒー
タ４３はステージ４１に内蔵されているが、ステージ４１に載置されるウエハＷが加熱さ
れる構成であればよい。
【００１８】
　蓋体５は下面が開口している扁平な円筒形状に構成され、側壁部２６と天板部２５とか
らなる。蓋体５は大部分がステンレス製であるがこの例では、後述の溶剤加熱部であるＬ
ＥＤ光源部６５に対応する部位が石英により形成された石英窓２７となっている。蓋体５
は基体４の上面に接触して処理容器３を閉じた状態とする下降位置と、ウエハＷをメイン
アームＡ５に対して受け渡すときの上昇位置との間で昇降できるように構成される。この
例では蓋体５の昇降動作は、蓋体５の外周面に取り付けられた昇降アーム２３を、筐体２
の底面部に設けられた昇降機構２４により駆動することにより行われる。蓋体５の側壁部
２６の下面は、その周縁領域が基体４の上面に、Ｏリング４２を介して載置される接合面
として構成される。
【００１９】
　蓋体５の内側には、天井面と隙間を介して対向するように、拡散板（整流板）５１が設
けられる。拡散板５１はステンレスなどの熱伝導率の高い材料を用いて円板状に形成され
、厚さ方向に貫通する孔部５５が縦横に配列されたパンチングプレートとして構成されて
いる。拡散板５１は蓋体５の開口部５０を塞ぐように設けられており、蓋体５と、基体４
とを重ね合わせて処理容器３を閉じたときに、基体４のステージ４１上のウエハＷと隙間
を介して対向するように設けられる。拡散板５１には、例えば加熱ヒータや温調流路等に
より構成された図示しない温度調整機構が接続されており、拡散板５１の温度調整が行わ
れるようになっている。
【００２０】
　拡散板５１の上方には、図４に示すように拡散板５１と隙間を介して支持部である細長
い平板状の支持梁５２が設けられている。支持梁５２は上方から見ると処理容器３の中心
から周方向に等間隔に放射状に八方に伸ばされており、各支持梁５２は蓋体５の側壁部２
６に接続されている。　
　各支持梁５２の上面側には、液溜め部５３が設けられる。図５も参照しながら説明する
と、液溜め部５３は上面が開口した扁平な円筒形状に形成されており、例えば材質として
ステンレスが用いられる。液溜め部５３の外底面には、熱の伝導を防止するためのシリコ
ンプレート５４が設けられている。液溜め部５３は、上方から見て蓋体５の中心部にて支
持梁５２が交差する位置と、各支持梁５２上で蓋体５の側壁部２６の近傍の位置とに設け
られている。即ち液溜め部５３は、蓋体５の中心部と、側壁部２６の近傍にて周回りに等
間隔な８か所の部位と、に設けられている。各液溜め部５３は蓋体５の天板部２５と隙間
を介して対向する高さ位置に配置される。
【００２１】
　液溜め部５３には、液溜め部５３に液体の状態の溶剤を供給するための溶剤ノズル６が
設けられている。溶剤ノズル６は、供給管６１を介して、貯留タンク６２に接続されてお
り、供給管６１には、ポンプ、バルブ及び流量調整部などを含む供給制御部６０が介設さ
れている。溶剤ノズル６、供給制御部６０及び供給管６１は、溶剤を液溜め部５３に供給
する溶剤供給部を構成している。溶剤としては、レジスト膜を溶解する溶剤が用いられ、
例えばＮメチル２ピロリジノン（ＮＭＰ）などが用いられる。液溜め部５３の外側面には
、冷却部をなす冷却管６３が巻回して設けられている。冷却管６３は、冷媒例えば冷却水
を通流できるように構成されており、チラーやポンプなどにより構成される液溜め部冷却
機構６４と接続され、冷却管６３に冷媒を通流させることで、液溜め部５３を冷却できる
ように構成されている。
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【００２２】
　天板部２５の上面側には、溶剤を加熱して蒸気とするための溶剤加熱部となる輻射光源
部が設けられる。輻射光源部としては例えばＬＥＤ光源（以下ＬＥＤとする）６５が用い
られる。ＬＥＤ６５は、天板部２５の上面に下向き照射するように設けられ、各液溜め部
５３毎に設けられる。各ＬＥＤ６５は、天板部２５の石英窓２７を透過して夫々の液溜め
部５３に光を照射できるように配置される。ＬＥＤ６５は、例えば、液溜め部５３が吸収
する波長の光を照射するように構成されている。またＬＥＤ６５には、内部を通る冷却管
６７が設けられており、例えばチラーにより構成されるＬＥＤ冷却機構６６により冷却で
きるように構成されている。
【００２３】
　蓋体５の天板部２５には、ガス供給口３１が開口し、ガス供給口３１はガス供給路３５
を介してガス供給源３６に接続されている。また天板部２５には、排気バルブ３２を備え
た排気管３７が設けられている。さらに側壁部２６には、蓋部５の内側から外側には貫通
する排気口３３が設けられる。ガス供給口３１、図示しないガス供給路及びガス供給源は
処理容器３内にパージガスを供給するためのパージガス供給部に相当し、排気管３７、排
気バルブ３２及び排気口３３は、排気部に相当する。
【００２４】
　基板処理装置１は制御部１００を備える。この制御部１００は例えばコンピュータから
なり、プログラム、メモリ、ＣＰＵを備えている。プログラムは、後述の作用説明におけ
る一連の動作を実施するようにステップ群が組み込まれている。このプログラムは、コン
ピュータ記憶媒体、例えばフレキシブルディスク、コンパクトディスク、ハードディスク
、光磁気ディスク等に収納され制御部１００にインストールされる。
【００２５】
　続いて上述の塗布、現像装置の作用について説明するが、塗布、現像装置における全体
的なウエハＷの処理工程については、すでに述べていることからここでは、露光、現像処
理後のパターンマスク荒れの処理を行う基板処理装置１の作用について図６～図１２を参
照しながら説明する。なお開放弁３２が閉じられた状態はハッチングを付して示しており
、加熱ヒータ４３がウエハＷを加熱している状態は太いラインで示している。　
　まず図６に示すように蓋体５が上昇され処理容器３が開口された後、搬送領域Ｒ５のメ
インアームＡ５によりウエハＷが搬入される。ウエハＷは、メインアームＡ５と突き上げ
ピン４５との協働作用により、メインアームＡ５より受け渡されてステージ４１上に載置
される。そして、蓋体５が下降され、基体４と密接されて処理容器３が閉じられる。その
後、加熱ヒータ４３により、ステージ４１上のウエハＷが溶剤の露点温度より高く、溶剤
の沸点よりも低い温度、例えば５０℃に加熱されると共に、拡散板５１が溶剤の露点温度
よりも高い温度であって、ステージ４１上のウエハＷよりも低い温度例えば４０℃に加熱
される。こうしてウエハＷと拡散板５１の温度を上昇させる。この時処理容器３の発する
熱によりＬＥＤ６５では、その発熱による温度上昇を抑えるためＬＥＤ冷却機構６６によ
り冷却される。　
　一方、図７に示すように、溶剤供給部である溶剤ノズル６から溶剤が液溜め部５３に供
給され貯留される。液溜め部５３への一回の供給量は、一枚のウエハＷのスムージング処
理を達成する量、つまり液溜め部５３から溶剤が蒸発し切った時にスムージングが終了す
る量に設定されている。
【００２６】
　拡散板５１及びウエハＷの温度が安定し、液溜め部５３に溶剤が貯留された後、図８に
示すように、ＬＥＤ６５より液溜め部５３に向けて光を照射する。ＬＥＤ６５の発する光
の波長は、液溜め部５３が吸収する波長の光を照射する。そのため光の照射により直接ま
たは間接的に加熱され溶剤の温度が上昇して、蒸発が活発になる。この例では、液溜め部
５３の外面の底面部にシリコンプレート５４を設けている。そのため液溜め部５３に貯留
された溶剤が、拡散板５１の加熱の影響などによる下方からの熱の影響を受けにくくなっ
ている。
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【００２７】
　図９に示すように、加熱により発生した溶剤蒸気は自然拡散により処理容器３内に広が
っていく。こうして９個の液溜め部５３の各々から溶剤が蒸発して溶剤蒸気が自然拡散し
、拡散板５１を通って処理雰囲気内に広がり、処理容器３内に溶剤蒸気が充満する。拡散
板５１による溶剤蒸気の拡散に加えて、溶剤蒸発源である液溜め部５３が分散して配置さ
れていることから、水平方向における溶剤濃度のムラが抑えられた状態で溶剤蒸気がウエ
ハＷの表面に供給される。
【００２８】
　また拡散板５１とステージ４１とは、溶剤の露点よりも高い温度となるように加熱され
ていることから、拡散板５１とステージ４１とで挟まれた空間の垂直方向の温度勾配が小
さくなっている。このため垂直方向の蒸気の濃度のムラの発生が抑えられている。さらに
拡散板５１とウエハＷとを各々露点より高い温度としているため、結露による液滴の付着
が抑えられている。また発明者は、溶剤蒸気を吹き付けずに自然拡散によりウエハＷの雰
囲気として供給する効果を実験により検証したところ、パターンマスクのよれや倒れとい
った乱れが減少する実験結果を得ることができた。
【００２９】
　図１０に示すようにウエハＷの雰囲気が溶剤蒸気で満たされるとパターンマスクの表面
処理が速やかに行われる。この際ウエハＷが溶剤の露点温度よりも高く、溶剤の沸点より
も低い温度に調整されているため、前記パターンマスク表面では、溶剤分子がレジストパ
ターンに衝突し、パターン表面が溶剤により膨潤するものの、ウエハＷの温度が高いため
再び溶剤が揮発していく現象が繰り返し生じている。このため、前記パターンマスクでは
、図１１に示すように、溶剤により下地膜９２上に形成されたパターン９の表層部９１の
みが溶剤を吸収して膨潤し、この溶剤により当該部位ではレジスト膜が軟化して溶解する
ものの、パターンマスクの内部には浸透していかず、パターン形状の溶解や変形は抑えら
れる。この結果、パターンマスク表面の微細な凹凸のみが平坦化され、パターン９の表面
の荒れが改善し、パターン線幅のばらつきが低減する。
【００３０】
　液溜め部５３に貯留された溶剤がすべて蒸気となり、パターンマスクの表面処理が終了
した後、図１２に示すように溶剤蒸気の排気が行われる。即ち蓋体５に設けられたガス供
給口３１を開き、処理容器３内にパージガスであるＮ２ガスを供給する。同時に蓋部３の
天井部の開放弁３２を開いて、処理容器３の周方向に設けられた排気口３３を開口して、
溶剤蒸気を排気する。この排気工程は数秒程度の短い時間で行われ、パターンマスクの表
面に、排気により生ずる気流が長時間吹き付けられないようにする。
【００３１】
　溶剤蒸気の排気が終了し、処理容器３内の溶剤蒸気雰囲気がＮ２ガスに置き換えられた
後、ステージ４１の加熱が停止され、蓋体５が開かれて処理容器３が開口される。筐体２
の外部の搬送領域Ｒ５に設けられたメインアームＡ５によりウエハＷは基板処理装置１か
ら搬出される。パターンマスクの表面処理が終わり、ウエハＷが処理装置から搬出された
後、液溜め部冷却機構６４により液溜め部を冷却し、液溜め部５３に熱が蓄積しないよう
にする。
【００３２】
　上述の実施の形態は、処理容器３内で溶剤を加熱して蒸気を発生させ、自然拡散と拡散
板５１の拡散（分散）作用により、処理雰囲気に濃度均一性の高い溶剤雰囲気を形成して
いる。即ち、キャリアガスの圧送を必要としないため強制的な気流の発生が無く、このた
め高い均一性を持って、ウエハＷ表面におけるパターンマスク荒れの改善処理（スムージ
ング処理）を行うことができる。またパターンのよれや倒れの発生を抑制することができ
ると共に、パターン倒れやパターンよれの発生が抑えられる。そしてウエハＷ１枚ごとに
溶剤を蒸発し切っているため、溶剤の供給量（間欠的に供給した場合には総供給量）を調
整することで溶剤蒸気の濃度をコントロールすることができ、適切なスムージング処理を
再現性よく行うことができる。更にまた、溶剤が蒸発しきった後にパージガスにより溶剤
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性よく行うことができ、こうしたことから良好なスムージング処理を行うことができる。
【００３３】
　ウエハＷの表面処理に用いられる溶剤としては、アセトン、プロピレングリコールモノ
メチルエーテルアセテート（ＰＧＭＥＡ）、イソプロピルアルコール、シクロヘキサノン
、プロピレングリコールモノメチルエーテル（ＰＧＭＥ）、γブチルラクトン、ピリジン
、キシレン、ブタノール、乳酸エチル、エタノール、２－へプタノン、酢酸ブチル、メチ
ルイソブチルケトン、ジエチルエーテル、アニソール等でもよい。　
　液溜め部５３の配置レイアウトは図の例に限らず、マトリックス状に配置されていても
よい。また液溜め部５３の配置数は一個でもよいが複数であればより好ましい。さらに溶
剤を加熱するための溶剤加熱部は、例えば溶剤にレーザーを照射するレーザー照射部であ
ってもよいし、あるいは液溜め部５３の周囲あるいは底部に配置されたヒータでもよい。
【００３４】
　また液溜め部５３は、上面が開口していなくてもよく、例えば上面が塞がれており、液
溜め部５３の側面部の液面よりも高い位置に開口部があってもよい。また夫々の液溜め部
５３に蓋部を設けてもよい。図１３はこのような例を示し、液溜め部５３の上面を覆う平
板状の蓋部７１を液溜め部５３の側方から伸びる支持アーム７２及び回転軸７３を介して
鉛直軸周りに旋回自在に設けている。また回転軸７３には昇降機構７４が組み合わせて設
けられ、回転軸７３の昇降により水平姿勢のまま上下に移動し、液溜め部５３を密閉でき
るように構成されている。このような構成にすることで、溶剤蒸気によるスムージング処
理が終了した後、蓋部７１を閉じて、液溜め部５３からの溶剤蒸気の流出を停止するよう
にしてもよい。この場合には蓋部７１により液溜め部５３を閉じることで溶剤蒸気の供給
が停止される。
【符号の説明】
【００３５】
１　　　　　　基板処理装置
３　　　　　　処理容器
４　　　　　　基体
５　　　　　　蓋体
３１　　　　　ガス供給口
３２　　　　　開放弁
３３　　　　　排気口
４１　　　　　ステージ
４３　　　　　加熱ヒータ
５１　　　　　拡散板
５３　　　　　液溜め部
６４　　　　　液溜め部冷却機構
６５　　　　　ＬＥＤ
１００　　　　制御部
Ｗ　　　　　　ウエハ
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